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Для создания трехслойной системы на поверхности гетероэпитаксиалной структуры NiSi2/Si (111) при Т=1000 К напылялась пленки Si с толщиной ~50 нм.  Толщина NiSi2 составляла  ~20 нм. Испарение кремния осуществлялось электронной бомбардировкой. На рис. 1  приведены РЭМ-изображения и ДБЭ-картина (вставка) поверхности  Si/NiSi2/Si(111). Видно, что при Т=1000 К растет сплошная поликристаллическая пленки. 
Рис. 1 РЭМ- и ДБЭ (вставка) изображения поверхности системы Si/NiSi2/Si(111). Пленки Si напылялось при Т≈1000 К с толщиной ~50 нм
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Увеличение Т до 1100-1150 К способствует получению монокристаллической пленки Si. Одноко, при этом из-за нарущение сплошности  пленки NiSi2 формируется островковие образования.
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